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1. Za narisano vezje dolocite bremensko upornost Rc tako, da bo pri mirovnem baznem tdka40 pA
mirovna izhodna napetoblce=1 V. Vrisite delovno premico z mirovno delovno tocko v priloZzeno
izhodno karakteristiko bipolarnega tranzistorja in vpiSite vrednosti baznih tokov za posamezne krivulje.
(ar=0.99,Ucc=5 V).
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2. Za narisano nadomestno vezje bipolarnega tranzistorja v aktivnem podro¢ju v orientaciji s
skupnim emitorjem izraunajte admitancne
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3. Za JFET tranzistor z p-kanalom narisite elektri¢ni simbol, prerez strukture in nacelni potek
druzine krivulj v izhodni karakteristiki ip(Ups, Uss). NariSite tudi obliko kanala za

a) razmere brez priklju¢enih napetosti
b) razmere prlUgs£0 in nizkihUpg
C) razmere pri vecji Ups ob preséipnjenem kanalu.

4. Za narisano vezje izraCunajte prevodnostnecetveropolne parametre ¢ in nariSite ustrezno
nadomestno vezje za krmiljenje z majhnimi .
nizkofrekven¢nimi harmonic¢nimi signali Ug
okoli delovne toc¢ke Ups=1V in Ugs=3 V.
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PiSete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi ena¢bami in konstantami.



